ReSersni a vyzkumné ukoly.
Zaméfeny na problematiku:

Interakce zareni s (kvantovou) nanostrukturou hmoty.

Vytvareni ¢asticovych nanosoubori (3D dtvarit v tak malych rozmérech,
které se jii projevi zménou kvantovdni elektronii v 3D Cdstici) pro

Nanostruktury 3D kvantovych polovodicu (priklad — Si ,Ge, GeSe, CdSe,Cd3P2),
a 3D kvantovych struktur kovii ( )

Vyuziti téchto vlastnosti s moZnosti praktického vyuziti pri studiu

a)
b)

¢)

d)

kvantovych nelinearnich optickych vlastnosti

(pokus o konstrukei aktivni miizky z koeficientem zesileni odrazeného svétla)
optoelektrickych vlastnosti

(svétlem fizeny pfenos naboje — elektronu - dopad na katalyzu chem. procest,
fizeni zdznamu informaci na molekulami urovni.)

elektrooptickych vlastnosti

(fizeni zmény optickych vlasnosti —

- extinkce, index lomu, emise svétla zménou el. napéti)

méreni kvantovych vytézkii svétla emitovaného z 3D Castic

aktivace a stimulace tohoto zéfeni pro vyuziti v diodovych a LED strukturach.
popis a studium magnetickych vlastnosti kovovych 3D nanodastic.
Ptiprava magnetickych kapalin a jejich pouziti v biologii a mediciné.



1.Navrhované téma reSei$ni prace:

INTERAKCE NANOCASTIC. ELEKTRONICKYCH A
FOTONICKYCH NANOSTRUKTUR SE SVETLEM,

Literarni reSerse.

Rdmcova cast:
-Metody studia a pripravy nanocastic.
-Charakteristika a kvantovy popis nanocastic.
-Dosavadni stav a prehled literatury piipravy
-8B v plynné fazi,pevné fazi a roztocich a 2D -NK
pevnych vrstvach (u vybranych nanoéastic)
-Elektronické(EL) a fotonické(FO) nanostruktury
a jejich srovnani.
-Nelinearni vlastnos ti (EL a FO) kvantovych NC.
-3D - Si nanocastice a 2D — Si vrstvy.
-Nanovrstvy a nanocastice nesvitivého a svitivého Si.
-Fotonické struktury , vla stnosti a aplikace pro zdznam
optickych informaci.

Cilena cast: 1. NanocCastice interaguje s elektronem (nebo + dirou).
Lokalizace naboje na nanocastici zpusobéfdrmaci orbitii
excitonu,coZ ma za nasledek okamzity posuv absorb. pasu,
index. lomu a jinych parametraVyuZiti napi: elektroopticka
neboeglektricka uzavérka.
2. Polovodi¢ Si a Ge ma totiZ nepfimy ,,band gap“a proto
Lhesvitivou* rekombinaci ,,elektrendira®.
Potiebuje asistenci fononudkitivé rekombinaci.
Je snaha rozmérovou restrikci Si -NC vylocit fononovou asistenci
pro primou fotoluminiscenci (zrusit zakgwimeho prechodu).
Vytvoieni kvantovych jam a kvantovych tecek (z pripravenych
kvantovych struktur Si)¥N diodovych strukturach pro
Fizenou elektralimiscenci.Krok na cesté k Si-nano-laseru v
insegrovanych obvodech,kde by mohl nahradit dratové spoje.
3. Sinanodastice vytvareji za vhodnych podminek fotonické 2D
struktury zZvantovym zesilenim svétla a smérovym ucinkem..

Zhodnoceni reserse.
Finanéni odména.
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